Examen Parcial de “Disseny de Microprocessadors”
2 de novembre de 2005

0 L’examen dura 2h.
0 Es poden portar els apunts.
0 Es pot fer servir calculadora

Problema 1 (2 punts)

Dissenyar la segiient funcié en CMOS, i nMOS. Dimensioneu els transistors de la manera que cregueu més
correcta (pel cas d’nMOS) considerant que 1Rsp =2 Rs.

S =(AB+C)(D+E)

Problema 2 (3 punts)
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Donat el circuit de la figura. Es demana:

a) Quina funcio calcula? (Expressioé Booleana)
b) Calcular el retard pels segiients casos (considereu que 1Ry, = 2Ry):
i. A=0,B=0, C=1, D=1, E=0
ii. A=1,B=0, C=1, D=1, E=1
iii. A=0, B=1, C=1, D=0, E=1
c) Calculeu el consum dinamic (en watts) de poténcia si les entrades commuten un 80% del
temps, la freqiiéncia de les entrades és de 3GHz, 1Cg=09fFiVdd=1,2 V.



Problema 3 (3 punts)

Tenim un circuit que ha de carregar una capacitat externa de 130fF.
a. Quina solucid proposarieu si es vol reduir el temps que triga en carregar-la (Tpf)? (1Cg=0.9{F).
b. Quina soluci6 proposarieu si es vol reduir el valor de la segiient funcid: (mireu només per f=3)
F(T,AAP)=05xT +02xA+03xP
e On T és el temps —retard- (en 7) total de la solucio.
e On A és I’area total de la solucid (en A) — considereu que N=6A i I’area d’un transistor
¢s la del seu font, el drenador (que considerem iguals) i la porta sumades.
(Atransistor =2xW x N +LxW )

e On P és el consum total de la solucié6 mesurat com la capacitat interna del circuit (en
Cg) —o sigui, sense considerar la capacitat a I'entrada i a la sortida del circuit.

Problema 4 (2 punts)

Dissenyar el layout en pseudo n-MOS per una cel-la estandard d’un circuit que realitzi la funcio:

S =(AB+CD)E



